
図3－2に示すのはFETの回路記号です．回路記号

は，内部の構造によって2種類を使い分けています．

さらに，それぞれのタイプにはNチャネル型とPチャ

ネル型の 2 種類があります．各端子には，ゲート

（Gate），ソース（Source），ドレイン（Drain）という名

写真3－1に示すのは，市販されているいろいろな

用途のFETです．FETはトランジスタと同じく，基

本的には3端子のデバイスです．用途によっていろい

ろな形をしていますが，どのようなFETも基本的な

動作はまったく同じです．

FETは，図3－1に示すように内部構造によって，

ゲート－チャネル間にダイオードがあるタイプとゲー

ト－チャネル間が絶縁されているタイプの2種類に大

きく分類することができます．

FETもトランジスタと同じく3端子
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FETのふるまいを理解する

トランジスタの次に長い歴史をもっている半導体が

FET（Field Effect Transistor：電界効果トランジス

タ）です．

FETは，トランジスタと比べて制御のための電力

が少なくてすむことから，現在は，マイクロプロセッ

サに代表されるほとんどのディジタルIC/LSIに使わ

れています．さらに，単体の増幅素子として無線シス

テムのフロントエンドやスイッチング電源の制御素子，

モータ駆動回路などに広く使われています．

この章では，たいへん身近な素子であるFETの動

作の基礎をシミュレーションによって理解していきま

しょう．



● 電圧で電流をコントロールする電圧制御素子

図3－4に示すのは，ゲート－ソース間に外部から電

圧を加えたときに，ドレイン電流がどのようになるの

かをシミュレーションする回路です．ゲート－ソース

間およびドレイン－ソース間に電圧を加えるための信

号源には，万能電圧源VSRCを使っています．

また，シミュレーションに用いるデバイスには，N

チャネル型スイッチング用MOSFET 2SK3377

（PSpiceのモデル名はM2SK3377/NEC，NEC_MOS.

libに入っている）を使いました．

図3－5に示すのは，DC解析でゲート－ソース間電

前がついています．

FETとトランジスタとでは，動作原理がまったく

異なるのですが，それぞれの端子を相互に当てはめる

と，図3－3に示すようにゲートがベース，ソースが

エミッタ，ドレインがコレクタという関係になります．

それでは，FETの内部がどのようになっているの

かをシミュレーションによって理解していきましょう．

FETのふるまい
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図3－4 NチャネルMOSFETのドレイン電流がどう流れるかを

みてみよう
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図3－2 FETの回路図記号


